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【背景・目的】近年、発光デバイス、パワーデ
バイスとして GaN デバイスが研究され、実用
素子は、極性面である c 面 GaN で構成されて
いる。c面 GaN発光デバイスでは、基板の大口
径化、及び極性面を利用することから生じるシ
ュタルク効果による波長 500 nm~600 nm で発
光効率が悪くなるグリーンギャップの問題が
あることが知られている。この問題を解決する
ために、我々は、Si(100)基板上に MnS バッフ
ァー層を用いた無極性 AlN及び GaN成長を提
案している[1,2]。これまでに、MnSバッファー
層を用いた Si基板上無極性AlN成長を PLD法
で実現しており、現在は大面積化・コスト効率
において有利であるスパッタ法での実現を目
指している。スパッタ法では、MnS層までのエ
ピタキシャル成長は達成したが、基板の拘束力
が弱く、AlN層が極性面（c軸）へ配向してし
まうことを報告した[3]。c軸配向する原因の一
つに基板-ターゲット間に生じるセルフバイア
スが考えられる[4]。そこで我々は、セルフバイ
アスで成膜する極性面成長に対し基板-ターゲ
ット間をグラウンドに落としてバイアスを 0
にすることによって極性面の配向性を弱め、無
極性面の配向性を強める事を考案した。本報告
では、0バイアスによる配向制御の効果と、c軸
配向制御のパラメーターとして主に用いられ
る N2流量比の条件検討を行った。基板は、無
極性 AlN との整合性が高い r 面サファイア基
板を用いて検討した。 
 

【実験方法】純金属 Alターゲットを用いた RF
マグネトロン反応性スパッタ法により膜厚 50 
nmの AlN 薄膜を成膜した。基板は c面及び r
面サファイア基板を用いた。真空度は 5.0×10-8 
torr、成膜条件は、基板温度 700 oC、RFパワー
100 W、スパッタガス圧 0.5 Paとした。スパッ
タガスは、Arに対する N2流量比を 14~50%で
変化させた。電圧はセルフバイアス、もしくは
0バイアスにて成膜を行った。結晶性の評価に
は薄膜 XRD法を用いた。 
【結果】Fig. 1に c面サファイア基板上 AlN薄
膜の(0002)面のロッキングカーブ測定の結果
を示す。セルフバイアスでの成膜に比べ 0バイ
アスで成膜した AlN 薄膜は c 軸配向性が弱ま
る事が分かった。このことから、セルフバイア
スが極性面への配向に及ぼす影響が大きいこ
とを確認した。Fig. 2に 0バイアスで r面サフ
ァイア基板上に N2流量比 14~50%で成膜した
AlN薄膜の 2θ-ω測定の結果を示す。2θ=60 o付
近の AlN(1120)ピークにおいて、N2流量比 30%
で強度が最高値、半値幅が最小値を示した。従
って、N2流量比 30%で良好な結晶性を示すこ
とを確認した。 
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Fig. 1 XRD ω-rocking curves of AlN(0002) peak  
deposited on c-plane sapphire substrates. 

. 

Fig. 2 2θ-ω of XRD peaks of AlN deposited on r-plane 
sapphire substrates. 
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